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Abstract of DE 10205026 (C1) 

Semiconductor substrate comprises a first conductor 
strip (3) on its front side (20); and a region (9) made 
from semiconductor material and electrically 
insulated from the substrate formed by insulating 
trenches (8). The conductor strip is electrically 
contacted with the rear side of the substrate via the 
region. Preferred Features: An integrated circuit (2) 
is provided in the region of the front side of the 
substrate and is in contact with a wiring surface. The 
region (9) is made from an electrically conducting 
semiconductor material, especially doped silicon, 
and has a circular, elliptical, rectangular or square 
cross-section. 
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@ Halbleitersubstrat mit einem elektrisch isolierten Bereich, insbesondere zur Vertikalintegration 

(57) Es wird ein Halbleitersubstrat (1) mit mindestens einer 
auf dessen Vorderseite (20) verlaufenden ersten Leiter- 
bahn (3) vorgeschlagen, wobei aus dem Halbleitersub- 
strat (1) mittels mindestens eines Isolationsgrabens (8) 
mindestens ein gegenuber dem ubrigen Halbleitersub- 
strat (1) elektrisch isolierter, zumindest im Wesentlichen 
aus dem Halbleitermaterial bestehender Bereich (9) her- 
ausstrukturiert ist, uber den die erste Leiterbahn (3) von 
der Ruckseite (30) des Halbleitersubstrates (1) elektrisch 
kontaktierbar ist. Das vorgeschlagene Halbleitersubstrat 
(1) eignet sich insbesondere zur vertikalen Integration von 
integrierten Schaltungen (2) mit einem weiteren, auf dem 
Halbleitersubstrat (1) angebrachten Chip, integrierten 
Schaltkreis, Sensorelement, Speicherelement oder einer 
aktiven ASIC-Baugruppe, beispielsweise uber eine soge- 
nannte Flip-Chip Chip-to-Chip-Montage. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft ein Halbleitersubstrat mit ei- 
nem elektrisch isolierten Bereich, das sich insbesondere zur 
vertikalen Integration von integrierten Schaltungen mit ei- 5 
nem weiteren elektronischen Bauelement, beispielsweise ei- 
nem Chip, Schaltkreis, Sensorelement oder Speicherele- 
ment, eignet, nach der Gattung des Hauptanspmches. 



Stand der Technik 
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[0002] In der IC-Technologie erlangt die vertikale oder 
dreidimensionale Integration funktioneller Systemkompo- 
nenten eine zunehmende Bedeutung, da steigende Pak- 
kungsdichten und zunehmende Funktionsanforderungen 15 
eine monolithische Integration ("System-on-Chip") von 
Spcichcrbauclcmcntcn, aktivcn ASIC-Baugruppcn ("ASIC" 
= Application Specific Integrated Circuit), Sensorbauele- 
menten, Speicherelementen oder sogenannten "highpower 
devices" bzw. Leistungshalbleitern wie Dioden oder Hoch- 20 
Volt-Transistoren vielfach unmoglich machen. 
[0003] Eine beispielsweise aus M. Kada und L. Smith, 
"Stacking on the Memory", Back-End supplement, Juli 
2000, Seite S-79 und S-80, bekannte Entwicklungsrichtung 
geht hier zur Systemintegration im Gehause ("System-in- 25 
Package"), bei der ASIC's tiber "Chip-to-Chip-Bonden" mit 
Speicherbausteinen oder Sensorbauelementen elektrisch 
verbunden und gemeinsam in einem Gehause verpackt wer- 
den. 

[0004] Insbesondere werden bei derartigen Verfahren die 30 
Chips einzelner Systemkomponenten im "Huckepack" mit- 
einander verbunden ("St.acked-Chip-Package"), wobei sie 
elektrisch beispielsweise uber ein sogenanntes "Flip-Chip 
Chip-to-Chip-Bonden" verbunden und in einem Plastikge- 
hause eingebettet werden. Gerade diese Technik ermoglicht 35 
einen dreidimensionalen Aufbau der einzelnen Systemkom- 
ponenten, da die einzelnen Chipebenen nahezu beliebig 
iibereinander angeordnet werden konnen. 
[0005] Bei alien genannten Techniken ist zur Realisierung 
des gewiinschten dreidimensionalen oder vertikalen Auf- 40 
baus eine vertikale Durchkontaktierung ("Via-Kontakt") der 
eingesetzten Halbleitersubstrate erforderlich, um beispiels- 
weise die Oberseite eines Basischips wie eines ASIC's mit 
der Riickseite eines weiteren Chips oder eines dariiber be- 
findlichen weiteren Halbleitersubstrates kontaktieren zu 45 
konnen. Durch die vertikale Durchkontaktierung wird somit 
die Riickseite einer oberen Chiplage mit der Vorderseite ei- 
ner unteren Chiplage verbunden, wobei sich auf einem die- 
ser Chips dann ein oder mehrere weitere Bauelemente, bei- 
spielsweise ein Sensorelement, befindet. Diese Stapelung 50 
kann dann wcitcr fortgesctzt werden, so dass man insgesamt 
eine dreidimensionale "Systemin-Package" Architektur er- 
reicht. 

[0006] Die Ilerstellung eines Via-Kontaktes wird bei- 
spielsweise in X. Li, T. Abe, Y. Liu und M. Esashi, "High 55 
Density Electrical Fccdthrough Fabricated by Deep Reac- 
tive Ion Etching of Pyrex Glass ", The 14th International 
Conference on MEMS 2001, Interlaken, Schweiz, Seite 
98ff., erlautert. Im Einzelnen werden dort. in einen Substrat- 
wafer zunachst. Durchgangslocher eingeatzt, die erzeugten 60 
Scitcnwandc der Durchgangslocher danach mit einem iso- 
lierenden Film, beispielsweise einem Oxidfilm, uberzogen, 
und danach das verbleibende Loch mit einem Metall wie 
Wolfram oder Nickel ausgefullt, so dass eine leitfahige Ver- 
bindung von der Riickseite des Substratwafers zu dessen 65 
Vorderseite entsteht. Diese Technik eignet sich sowohl zur 
Herstellung eines Via-Kontaktes vor der Herstellung der ei- 
gentlichen uC-Komponenten als auch zu dessen Herstellung 



erst nach Prozessierung und Passivierung einer Auswerte- 
schaltung. Nachteilig bei diesem Verfahren ist jedoch die 
aufwandige Abscheidung eines Metalls wie Wolfram oder 
die Gefahr einer Kontamination bei einer Abscheidung ei- 
nes Metalls wie Nickel. 

[0007] Aus DE 199 54 895A1, US 5,455,445 oder 
WO 84/01240 Al ist bekannt, ohne ein Auffullen von 
Durchgangslochern mit einem leitenden Material durch 
Halbleitersubstrate hindurch verlaufende Vias herzustellen. 
Im Fall von DE 199 54 895 Al oder US 5,455,445 werden 
dabei uber eine elektrisch isolierende Struktur in dem Halb- 
leitersubstrat elektrisch isolierte Bereiche definiert. 
[0008] In US 5,529,950 und US 5,646,067 wird die Her- 
stellung von Vias in Halbleitersubstraten durch Auffullen 
von Poren oder Ausnehmungen mit einem leitfahigen Mate- 
rial beschrieben. 

[0009] US 4,897,708 schlagt schlicBlich vor, cine Mchr- 
zahl von mit durchgehenden Ausnehmungen versehene 
Halbleitersubstrate ubereinander anzuordnen, und die Aus- 
nehmungen mit einer elektrisch leitfahigen Flussigkeit zu 
fullen. 

[0010] Aufgabc der Erfindung war die Bcrcitstcllung ei- 
nes Halbleitersubstrates mit einer vertikalen Durchkontak- 
tierung, die vor oder auch nach der Erzeugung einer inte- 
grierten S chaltung auf dem Halbleitersubstrat auf einfache 
Weise ohne Gefahr einer Kontamination herstellbar ist. 

Vorteile der Erfindung 

[0011] Das erflndungsgemaBe Halbleitersubstrat hat ge- 
geniiber dem Stand der Technik den Vorteil, dass zu dessen 
Herstellung vorzugs weise ausschlieRlich aus der TC-Tech- 
nologie bekannte Verfahren wie DREE ("Deep Reactive Ion 
Etching") oder eine PEC VD- Abscheidung ("Plasma Enhan- 
ced Chemical Vapor Deposition") eingesetzt werden kon- 
nen, die keinerlei Kontaminationsrisiko in einer Prozesslinie 
bedeuten. 

[0012] Insbesondere ist vorteilhaft, dass zur Herstellung 
des elektrisch isolierten Bereiches, d. h. dem " Via-Kontakt", 
in dem Halbleitermaterial auf ein iibliches, anisotropes Plas- 
maatzverfahren fur Silizium zuruckgegriffen werden kann, 
wie dies aus DE 42 41 045 CI bekannt ist. 
[0013] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung erge- 
ben sich aus den in den Unteranspriichen genannten MaB- 
nahmen. 

[0014] So ist besonders vorteilhaft, wenn der elektrisch 
isolierte Bereich ein von der Riickseite des Halbleitersub- 
strates in dieses eingeatzter, in Draufsicht kreisformiger, el- 
lipsenformiger, rechteckiger oder quadratischer Stempel ist, 
der bevorzugt aus Silizium besteht. 

[0015] Wcitcr ist vorteilhaft, wenn dicscr elektrisch gc- 
geniiber dem verbleibenden Halbleitermaterial isolierte 
Stempel bzw. Bereich von umlaufenden Isolationsgraben 
umgeben ist, die das Halbleitersubstrat senkrecht von der 
Riickseite zu der Vorderseite durchqueren. 
[0016] Dancbcn ist vorteilhaft, dass bei dem bevorzugt 
eingesetzten anisotropen Plasmaatzverfahren fur Silizium 
gemaB DE 42 41 045 CI der AtzangrifT selektiv beispiels- 
weise auf Si02 oder Si3N4 oder anderen, in der TC-Techno- 
logie als Isolationsschicht einsetzbaren Materialien automa- 
tisch stoppt, so dass nach der Erzeugung der von der Riick- 
seite des Halbleitersubstrates ausgehenden Isolationsgraben 
der AtzangrifT auf der der Vorderseite des Halbleitersubstra- 
tes befmdlichen Isolationsschicht abbricht. 
[0017] Insgesamt wird damit erreicht, dass der elektrisch 
isolierte Bereich, der zumindest im Wesentlichen aus dem 
gleichen Material wie das Librige Halbleitersubstrat besteht, 
gegeniiber diesem einerseits elektrisch isoliert und anderer- 
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seits per Design an eine auf der Vorderseite des Halbleiter- 
substrates verlaufende Leiterbahn oder eine dort befindliche 
Leiterbahnebene anschlieBbar ist. 

[0018] Auf der Ruckseite des Halbleitersubstrates wird 
die durch die eingebrachten Isoiationsgraben erzeugte Topo- 
graphic vorteilhafl mit einer nachfolgend bevorzugl Qber ein 
PECVD-Verfahren abgeschiedenen Schicht, beispielsweise 
einer Oxidschicht, eingeebnet, wie dies in der nicht vorver- 
offentlichten DE 101 04 868 Al im Fall der Riickseitenkon- 
taktierung eines diskreten Sensorchips bereits beschrieben 
ist. 

[0019] Vorteilhaft ist weiterhin, dass der erzeugte elek- 
trisch isolierte Bereich sowohl an dessen Vorderseite wie an 
dessen Ruckseite in einfacher Weise mit Leiterbahnen oder 
Leiterbahnebenen elektrisch leitend verbindbar ist, wobei 
diese beispielsweise in Form von Metallleiterbahnen, Sili- 
zid-Lcitcrbahncn oder gccignctcn doticrtcn Silizium-Lcitcr- 
bahnen und vorzugs weise als Teile einer integrierten S chai- 
ning ausgefiihrt sind. Diese Leiterbahnen dienen weiter be- 
vorzugt als elektrische Verbindungsstellen fur ein "Stacked- 
Chip-Packaging" zu einem w r eiteren Halbleitersubstrat oder 
cincm Basis wafer mit einem Scnsorclcmcnt oder cincm 
Speicherelement. 

[0020] Durch das Aufbringen der fsolationsschicht und 
das Einebnen der Topographic auf der Ruckseite des Halb- 
leitersubstrates wird daneben vorteilhaft erreicht, dass die 
Ruckseite anschlieftend mitt.els Standardverfahren, bei- 
spielsweise mit Hilfe Liblicher Lithographieverfahren oder 
Reinigungsprozeduren, weiter bearbeitet werden kann. 
[0021] Vorteilhaft ist zudem, wenn die erzeugten Isoiati- 
onsgraben relativ breit, vorzugsweise mit einer Breite von 
2 urn bis 6 um, ausgebildet. sind, so dass unerwunschte para- 
sitare Kapazitaten gegeniiber dem Stand der Technik, der, 
wie erlautert, eine Isolation durch eine Oxidschicht im Be- 
reich der Via-Kontakte vorsieht, erheblich reduziert werden 
oder erst gar nicht auftreten. 

[0022] SchlieBlich ist vorteilhaft, dass bei Verwendung ei- 
nes ausreichend hoch dotierten Halbleiterwafers, beispiels- 
weise eines geeignet dotierten Siliziumwafers, insbesondere 
im Bereich des elektrisch isolierten Bereiches keine signifi- 
kanten Zuleitungswiderstande entstehen, die Bauelement- 
funktionen unerwunscht beeintrachtigen konnten. 

Zeichnungen 

[0023] Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen und 
in der nachfolgenden Beschreibung naher erlautert. Es zei- 
gen Fig. 1 bis 6 verschiedene Verfahrensschritte zur Herstel- 
lung eines elektrisch isolierten Bereiches innerhalb eines 
Halbleitersubstrates, wobei sich auf diesem Halbleitersub- 
strat cinscitig cine intcgricrtc Schaltung bcfindct. Fig. 7 
zeigt die Verbindung eines Basischips mit einem Halbleiter- 
substrat gemaB Fig. 6 in Form einer "Huckepack-Montage" . 

Ausfuhrungsbeispiele 

[0024] Die Fig. 1 zeigt schematisch eine auf einem elek- 
trisch leitfahigen Halbleitersubstrat 1, beispielsweise einem 
dotierten vSilizium wafer, aufbauende, an sich bekannte inte- 
grierte Schaltung 2, wobei bereichsweise auch eine iibliche 
crstc Isolationsschicht 4 vorgcschcn ist, die beispielsweise 
aus Siliziumoxid oder Siliziumnitrid besteht. Daneben sind 
erste Leiterbahnen 3 bzw. eine obere Verdrahtungsebene 3 
dargestellt, die in AnschluBbereichen oder Kontaktlochern 6 
mit dem Halbleitersubstrat 1 elektrisch leitend verbunden 
sind. Die integrierte vSchaltung 2 befindet sich gemaB Fig. 1 
auf der Vorderseite 20 des Halbleitersubstrates 1, wahrend 
auf der Ruckseite 30 des Halbleitersubstrates 1 zunachst. 
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eine geeignet strukturierte Atzmaskierung 5 aufgebracht ist, 
die beispielsweise aus Fotolack, einem Oxid, einem Nitrid 
oder einem anderen, gegeniiber einem anisotropen Plasma- 
atzverfahren, beispielsweise gemaB DE42 41 045 CI, resi- 
5 stenten Material besteht. Im erlauterten Austuhrungsbei- 
spiel ist die Atzmaskierung derart strukturiert, dass das 
Halbleitersubstrat 1 uber den AnschluBbereichen 6 abge- 
deckt ist, und ein 2 um bis 6 um schmaler Graben 7 mnd um 
den Anschlussbereich 6 verlauft. 

[0025 J Die Fig. 2 zeigt einen auf Fig. 1 folgenden Verfah- 
rensschritt, bei dem mit Hilfe des anisotropen Plasmaatzver- 
fahrens gemaB DE4241 045C1 das elektrisch leitfahige 
Halbleitersubstrat 1 in den durch die Atzmaskierung 5 defi- 
nierten und zuganglich gemachten Bereichen geatzt wird. 
Dabei stellt sich ein quasi anisotroper Atzabtrag ein, wo- 
durch senkrechte Isoiationsgraben 8 mit steilen Atzflanken 
entstehen. Weiter stoppt der Atzangriff automatisch auf der 
um die AnschluBbereiche 6 aufgebrachten ersten Isolations- 
schicht 4, die somit gleichzeitig als Atzstoppschicht dient. 
[0026] Insgesamt entsteht auf diese Weise ein lateral iso- 
lierter Silizium-Stempel bzw. allgemein ein elektrisch iso- 
licrtcr Bereich 9, der im erlauterten Bcispicl aus dem glci- 
chen Material wie das verbleibende Halbleitersubstrat 1 be- 
steht, diesem gegeniiber jedoch uber die Isoiationsgraben 8 
elektrisch isoliert ist. Im erlauterten Beispiel ist der elek- 
trisch isolierte Bereich 9 in riickseitiger Draufsicht kreisfor- 
mig ausgestaltet, er kann jedoch auch rechteckig, ellipsen- 
formig oder quadratisch sein oder jede andere Form aufwei- 
sen. 

[0027] In Fig. 2 ist zudem dargestellt, dass nach dem Er- 
zeugen der Isoiationsgraben 8 die zunachst auf der Ruck- 
seite 30 aufgebrachte Atzmaskierung 5 wieder entfernt. wor- 
den ist. Es sei jedoch betont, dass die Atzmaskierung 5 in ei- 
ner alternativen Verfahrensvariante flir den nachsten Verfah- 
rensschritt gemaB Fig. 3 zunachst auch beibehalten werden 
kann. 

[0028] In Fig. 3 wird in Weiterfiihrung von Fig. 2 nach ei- 
nem Entfernen der Atzmaskierung 5 und dem Erzeugen der 
Isoiationsgraben 8 vorzugsweise mit Hilfe eines PECVD- 
Verfahrens eine 3 um bis 8 um dicke Oxidschicht als zweite 
Isolationsschicht 10 auf der Ruckseite 30 des Halbleitersub- 
strates 1 abgeschieden. Bei dem PECVD-Verfahren ist die 
mittlere freie Weglange der Komponenten in dem eingesetz- 
ten Plasma bevorzugt klein ist gegeniiber der Weite der Iso- 
iationsgraben 8, so dass es bei einer ausreichenden Dicke 
der Isolationsschicht 10 und mittels sogenannter "cusping- 
Effekte" sowie Abschattungseffekte zu einem Verschluss 
der Isoiationsgraben 8 im Bereich von deren unterem Ende 
12 unter gleichzeitiger Kinebnung der Topographie des Iso- 
iationsgraben s 8 kommt. Die zweite Isolationsschicht 10 
vcrschlicBt somit cincrscits auf der Ruckseite 30 des Halb- 
leitersubstrates 10 die Isoiationsgraben 8 und fiihrt anderer- 
seits zu einer zumindest weitgehenden Planarisierung der 
Ruckseite 30 des Halbleitersubstrates 1. AnschlieBend wird 
dann, wie in Fig. 3 ebenfalls dargestellt, die zweite Isolati- 
onsschicht 10 im Bereich von ersten Ausnchmungcn 11, die 
als Kontaktfenster dienen, wieder geoffnet, wobei sich diese 
erste Ausnehmungen 11 im Bereich des sich darunter be- 
findlichen elektrisch isolierten Bereiches 9 befinden. 
[0029] Die Fig. 4 zeigt in einem weiteren Verfahrens- 
schritt wie auf der Riickscitc 30 des Halbleitersubstrates 1 
auf der oberen Oxidschicht bzw. zweiten Isolationsschicht 
10 bereichsweise zweite Leiterbahnen 13 erzeugt werden, 
die beispielsweise eine untere Verdrahtungsebene deflnie- 
ren. Diese zweite Leiterbahnen 13 sind derart strukturiert, 
dass Teile von Ihnen spater als Kontaktstelle fur eine elektri- 
sche Verbindung zu einem ersten Chip 17, insbesondere mit- 
tels Flip-Chip-Montage, dienen konnen. 
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[0030] Die zweiten Leiterbahnen 13 sind Qber die von Ih- 
nen gefiillten ersten Ausnehmungen 11 elektrisch leitend 
mit dem elektrisch isolierten Bereich 9 verbunden, so dass 
jeweils eine elektrisch leitende Verbindung einer zweiten 
Leiterbahn 13 mit einer auf der Vorderseite 20 des Halblei- 5 
lersubstrates 1 befindlichen zugeordneten ersten Leiterbahn 
3 gegeben ist. Dabei sind sowohl die erste Leiterbahnen 3 
als audi zweite Leiterbahn 13 lediglich mit dem elektrisch 
isolierten Bereich 9 verbunden, wahrend die Leiterbahnen 3, 
13 gegeniiber dem iibrigen Bereich des Halbleitersubstrates 10 
1 vermoge der Isolationsschichten 4, 10 elektrisch isoliert 
sind. 

[0031] Die Fig, 5 zeigt, wie in einem weiteren Verfahrens- 
schritt die untere Verdrahtungsebene bzw. die von der zwei- 
ten Leiterbahn 13 eingenommenen Oberflachenbereiche mit 15 
einer ub lichen Passivierschicht 14 abgedeckt werden, wobei 
dcrcn Abschcidung und Strukturicrung aufgrund der gcrin- 
gen Topographie der zweiten Isolationsschicht 10 und der 
prozesskompatiblen Art der Ruckseitenbearbeitung mit ei- 
nem Standardverfahren der IC-Technologie erfolgen kann. 20 
[0032] Nach dem Aufbringen der Passivierschicht 14 wer- 
den in dicsc dann bcrcichswcisc zweite Ausnehmungen 15 
bzw. zweite Kontaktfenster eingebracht, die eine elektrische 
Kontaktierung der zweiten Leiterbahnen 13 ermoglichen. 
[0033] Die Fig. 6 zeigt wie in einem nachfolgenden Ver- 25 
fahrensschritt auf der Vorderseite 20 des Halbleitersubstra- 
tes 1 iibliche Mip-Chip-Lotpunkte ("Hip-Chip Solder 
Bumps") in Kontaktbereichen 16 auf der Vorderseite des ge- 
maB Fig. 5 entstandenen ersten Chips 17, der beispielsweise 
ein ASIC ist, angebracht werden. 30 
[0034] Die Fig. 7 zeigt schlieBlich eine sogenannte "Huk- 
kepack- Montage", wobei auf dem ersten Chip 17 eine wei- 
tere Chip-Komponente oder ein zw r eiter Chip 18, der bei- 
spielsweise ein Sensorelement, ein Speicherelement, eine 
aktive ASIC-Baugruppe oder einen weiteren integrierten 35 
Schaltkreis aufweist, mit Hilfe einer Flip-Chip Chip-to- 
Chip-Montage montiert wird. Dabei bilden sich aus den 
Kontaktbereichen 16 verlotete Kontaktbereiche 16 r , die den 
ersten ("hip mit dem zweiten Chip 18 elektrisch leitend ver- 
binden, so dass eine dreidimensionale oder vertikale Inte- 40 
gration von funktionellen Systemkomponenten erreicht 
worden ist. 

Patentanspriiche 

45 

1. Halbleitersubstrat mit mindestens einer auf dessen 
Vorderseite (20) verlaufenden ersten Leiterbahn (3), 
wobei aus dem Halbleitersubstrat (1) mittels minde- 
stens eines Tsolationsgrabens (8) mindestens ein gegen- 
iiber dem ubrigen Halbleitersubstrat (1) elektrisch iso- 50 
licrtcr, zumindcst im Wcscntlichcn aus dem Halblcitcr- 
material bestehender Bereich (9) herausstrukturiert ist, 
uber den die erste Leiterbahn (3) von der Ruckseite 
(30) des TTalbleitersubstrat.es (1) elektrisch kontaktier- 
bar ist. 55 

2. Halbleitersubstrat nach Anspruch 1, dadurch gc- 
kennzeichnet, dass im Bereich der Vorderseite (20) des 
Halbleitersubstrates (1) eine mit der ersten Leiterbahn 
(3), insbesondere einer damit gebildeten oberen Ver- 
drahtungsebene, in Verbindung stehende integrierte 60 
Schaltung (2) vorgeschen ist. 

3. Halbleitersubstrat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass es vorzugsweise vollstandig, zu- 
mindest aber in dem elektrisch isolierten Bereich (9) 
aus einem elektrisch leitfahigen Halbleitermaterial, 65 
insbesondere dotiertem Silizium, besteht. 

4. Halbleitersubstrat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der elektrisch isolierte Bereich (9) 
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in riickseitiger Draufsicht auf das Halbleitersubstrat (1) 
einen kreisformigen, ellipsenformigen, rechteckigen 
oder quadratischen Querschnitt aufweist, und dass der 
oder die Isolationsgraben (8) senkrecht von der Riick- 
seite (30) zu der Vorderseite (20) des Halbleitersubstra- 
tes (1) umlaufend um den elektrisch isolierten Bereich 
(9) verlaufen. 

5. Halbleitersubstrat nach Anspruch 1 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass zumindest der oder die Isolati- 
onsgraben (9) auf der Vorderseite (20) des Halbleiter- 
substrates (1) von einer ersten, elektrisch isolierenden 
Isolationsschicht (4), insbesondere einer Siliziumoxid- 
schicht, einer Siliziumnitridschicht oder einer anderen 
in der IC-Technologie einsetzbaren Schicht, uberdeckt 
sind. 

6. Halbleitersubstrat nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die erste Isolationsschicht (4) cine 
Umgebung der Isolationsgraben (8) und, abgesehen 
von einem Anschlussbereich (6), in dem die auf der 
Vorderseite (20) des Halbleitersubstrates (1) verlau- 
fende erste Leiterbahn (3) mit dem elektrisch isolierten 
Bereich (9) elektrisch leitend verbunden ist, die der 
Vorderseite (20) des Halbleitersubstrates (1) zuge- 
wandte Seite des elektrisch isolierten Bereiches (9) 
uberdeckt. 

7. Halbleitersubstrat nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ruck- 
seite (30) des Halbleitersubstrates (1) mit einer mil 
mindestens einer ersten Ausnehmung (11) versehenen, 
elektrisch isolierenden zweiten Isolationsschicht (10) 
versehen ist, die eine auf der Ruckseite (30) des Halb- 
leitersubstrates (1) verlaufende zweite Leiterbahn (13) 
von diesem elektrisch isoliert, wobei gleichzeitig die 
zweite Leiterbahn (13) uber die erste Ausnehmung (11) 
mit dem elektrisch isolierten Bereich (9) elektrisch lei- 
tend verbunden ist. 

8. Halbleitersubstrat nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die auf der 
Ruckseite (30) und/oder die auf der Vorderseite (20) 
verlaufende Leiterbahn (3, 13) eine metallische Leiter- 
bahn, eine Silicid-Leiterbahn oder eine Leiterbahn aus 
dotiertem Silizium ist. 

9. Halbleitersubstrat nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die 
Isolationsgraben (8) eine Breite von 2 um bis 6 um auf- 
weisen. 

10. Halbleitersubstrat nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die 
Isolationsgraben (8) senkrecht zu der libene des Tlalb- 
leitersubstrates (1) verlaufen und sich von dessen 
Riickscitc (30) zu dessen Vorderseite (20) crstrcckcn. 

11. Halbleitersubstrat nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Isolationsschicht (10) auf der Ruckseite (30) des Halb- 
leitersubstrates (1) eine Dicke von 2 um bis 10 um, ins- 
besondere 3 um bis 8 um, aufweist. 

12. Halbleitersubstrat nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Isolationsschicht (10) auf der Ruckseite (30) des ITalb- 
leitersubstrates (1) den oder die Isolationsgraben (8) 
vcrschlicBt und dcrcn Topographic cinebnet oder die 
Ruckseite (30) des Halbleitersubstrates (1) zumindest 
weitgehend planarisiert. 

13. Halbleitersubstrat nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
Ruckseite (30) des Halbleitersubstrates (1) die zweite 
Leiterbahn (13) und/oder eine damit gebildete untere 
Verdrahtungsebene bereichsweise auf ihrer dem Halb- 
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leitersubslral (1) abgewandten Seile mil einer Passi- 
vierschicht (14) abgedeckt ist, wobei die Passivier- 
schicht (14) weiter zweite Ausnehmungen (14) auf- 
weist, iiber die die zweite Leiterbahn (13) elektrisch 
kontaktierbar ist. 
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